
Partie 1 : Etude de documentations IGBT  

 

Qu’est ce que le transistor IGBT ?  

La technologie IGBT a été crée en 1982, elle s’est imposé dans les gammes de tensions allant de 600V 

à 3300V.  

L’IGBT est un transistor hybride, regroupant un transistor à effet de champ du type MOSFET en 

entrée et un transistor bipolaire en sortie. Il est ainsi commandé par la tension de grille (entre grille 

et émetteur. Mais ses caractéristiques de conduction (entre collecteur et émetteur) sont celles d’un 

bipolaire.  

Cette structure lui donne le faible coût énergétique de commande d’un MOSFET, avec les pertes de 

conduction plus faibles d’un bipolaire. De plus, les IGBT peuvent gérer une tension bien plus élevée 

que celle gérée par les MOSFET. 

Cependant, le transistor IGBT a comme inconvénient d’avoir un temps de blocage lent ce qui 

augmente les pertes par commutation. 

 

Dans quel domaine ?  

On retrouve ce type de semi-conducteur dans la conversion d’énergie (onduleurs, redresseurs et 

hacheurs pour les alimentations à découpage et la vitesse variable).  

 

Performances du IGBT ?  

 

Différentes structures du IGBT :  

IGBT NPT : « pas de coup de poing » 



IGBT PT :    « Coup de poing » 

 

 

 

La référence de l’IGBT donne déjà de nombreuses informations sur ses caractéristiques : On prend 

comme exemple les IGBT de la marque STMicroelectronics  

 

 

 

 

 

 

Partie 1 – Etude des caractéristiques des transistors IGBT  

Partie 2 – Comparaison entre les marques pour les IGBT 

Partie 3 – Etude des caractéristiques des transistor Mosfets  

Partie 4 – Comparaison entre les marques pour les Mosfets  

 

 

 

 

 

 

 



1- STMicroelectronics 

 

 

 

Valeurs maximales des composants de STmicroelectronics 

 

Pour une température de Tc=25°C 

Références STG FW 40 V 60 D F STG W 40 V 60 D F STG WT 40 V 60 DF NGT G 50 N 60 FWG 

Température 
maximale de 
jonction 
(Tj) 

175°C 175°C 175°C 150°C 

Tension maximale 
(Vce max avec 
Vge=0V) 

600V  600V 600V 600V 

Courant 
collecteur (Ic) 

80A, 40A pour 
Tc=100°C 

80A, 40A pour 
Tc=100°C 

80A, 40A pour 
Tc=100°C 

100A, 50A pour 
Tc=100°C 

Option de Paquet 
(Package option) 

TO-3PF TO-247 TO-3P TO-247 

Courant pulsé du 
collecteur (ICM) 

160A 160A 160A 200A 

Vge +-20V +-20V +-20V +-20V 

Puissance dissipé 
maximale (Ptot) 

283W 283W 283W 223W 

Température 
maximale de 
stockage (Tstg) 

-55 to 150°C -55 to 150°C -55 to 150°C -55 to 150°C 



Température de 
jonction de 
fonctionnement 
(Tj) 

-55 to 175°C -55 to 175°C -55 to 175°C -55 to 150°C 

Température du 
plomb pour le 
soudage, 1/8 po 
de l’étui pendant 
5 secondes 

   260°C 

Resistance 
thermique boitier 
de jonction 
(RthJC) 

0.53°C/W 0.53°C/W 0.53°C/W 0.56°C/W 

Resistance 
thermique diode 
de jonction 
(RthJCD) 

1.14°C/W 1.14°C/W 1.14°C/W  

Resistance 
thermique 
Jonction 
Ambiante (RthJA) 

50°C/W 50°C/W 50°C/W 40°C/W 

 

 

Equation 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Equation 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

Tjmax : Température maximale de jonction en °C 

Tc : Température du collecteur en °C 

Rth(J-C) : Résistance thermique du boitier de jonction en °C/W 

Vce : Tension entre collecteur et émetteur 

Ic : Courant collecteur 

 

Rceo est donc la valeur de la pente de la 

caractéristique du courant collecteur en fonction 

de la tension collecteur émetteur. 



Equation 3 : 

 

 

 

 

 

Le courant de collecteur peut se calculer avec cette expression. 

 

Equation 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rth(j-a) : Résistance thermique de 

la jonction jusqu’à l’air ambiant 

Rth(j-c) : Résistance thermique de 

la jonction de l’appareil au boîtier 

de l’appareil. C’est la Rth lorsque 

l’emballage est monté sur le 

dissipateur thermique infini. 

Rth(c-h) : la résistance thermique 

de contact entre le boîtier de 

l’appareil et le dissipateur 

thermique 

Rth(h-a) : résistance thermique du 

dissipateur thermique à 

l’environnement 



 

 

 

Caractéristiques Statiques 

 

 

Pour le NGT G 50 N 60 FWG 

 

 



Equation 8 :  

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Dynamique 

 

 

 

Pour le NGT G 50 N 60 FWG 

 

 

 

Equation 9 :  

 

 



Equation 10 :  

 

 

Equation 11 : 

 

  

 

 

Caractéristiques de commutation du IGBT (charge inductive) 

 

Temps de résistance au court circuit : 

 

Pour le NGT G 50 N 60 FWG 

 



 

 

Caractéristiques de commutations des diodes (charge inductive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-Infineon 

 

Valeurs maximales des composants de Infineon 

 

Références IGW60T120 IGW40N60F 

Température maximale de jonction 
(Tj) 

150°C 150°C 

Tension maximale (Vce max avec Vge=0V) 1200V 600V 

Courant collecteur (Ic) 100A 80A 

Option de Paquet (Package option) PG-TO-247-3 TO-3P 

Courant pulsé du collecteur (ICM) 160A 120A 

Vge +-20V +-20V 

Puissance dissipé maximale (Ptot) 375W 280W 

Température maximale de stockage (Tstg) -55 to 150°C -55 to 150°C 

Température de jonction de fonctionnement 
(Tj) 

-40 to +150°C  

Température pour le soudage, 1.6mm du 
boitier pendant 10s(TL) 
 

260°C 300°C 

Resistance thermique boitier de jonction 
(RthJC) 

0.33°C/W Max 0.446°C/W 

Resistance thermique diode de jonction 
(RthJCD) 

 Max 1.25 °C/W 

Resistance thermique Jonction Ambiante 
(RthJA) 

40°C/W 40°C/W 

Courant Diode If  20A 

Courant Max   100A 

 

Caractéristiques statique  

IGW60T120 

 



IGW40N60F  

 

 

Caractéristiques dynamique  

IGW60T120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGW40N60F 

 

 

Caractéristiques de commutation du IGBT (charge inductive) 

IGW60T120 

Tj=25°C 



 

Tj=150°C 

 

IGW40N60F 

 

 

 

 

 

 



Caractéristiques de commutations des diodes (charge inductive) 

IGW40N60F 

 

 

 

 

L’objectif de cette première itération était d’étudier les caractéristiques des transistors IGBT. En plus 

de cela, j’ai réalisé la comparaison avec des marques différentes (STMicroelectronics et Infineo). Il 

fallait aussi comprendre les informations présentes dans les datasheets et expliquer les significations 

des différentes résistances et éléments qui influent sur le rendement d’un appareil de conversion 

d’énergie.  


